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Slovni vyjadr em, komentare a pripominky vedouciho/oponenta:

Pfedlozena diplomova prace se zabyva aktualni problematikou studia semiizolacniho CdTe pro pfipravu detektoru
zafeni gama. Konkretnim ukolem bylo rozvinout metodiku mereni akumulace naboje na hlubokych hladinach v CdTe
pomoci mapovani fotovodivosti bezkontaktni a kontaktni metodou a vzajemne porovnani tfichto metod. Jedna se o
perspektivni metody charakterizace integralniho vlivu hlubokych hladin na sber fotogenerovaneho naboje. Pfftomnost
hlubokyeh hladin v krystalu ma zasadni vliv na transport elektrickeho naboje a v soucasne dobe pfedstavuje jeden
z limitujici'ch faktoru zlepseni ucinnosti detektoru a zejmena zvygeni vytSznosti pouzitelneho materialu zpSstovanych
krystalu.

V uvodni cast! prace diplomant uvadi souhrn zakladnich vlastnosti CdTe a literarni pfehled tykajici se
hlubokyeh hladin, jez mohou pfi osvetleni akumulovat elektricky naboj, a to pro pnpad ruznych dopantu pouzivanych
pro kompenzaci v semiizolacnim materialu. Ve druhe kapitole shrnuje teorii fotolektrickeho transportu, kompenzace a
vlivu polohy Fermiho meze. Ve tfeti experimentalni casti se vedle popisu pouzite metodiky mefeni a experimentalnich
zafizeni podrobne venuje studiu vlivu pouzitych kontaktu na vysledl<y mefeni a jejich vyhodnoceni.

Vlastni vysledky mefeni a jejich diskuse jsou uvedeny v kapitole 4. Vhodnejsi nazev pro tuto kapitolu by
urfiitS byl ,,Vysledk>' mereni a jejich diskuse" nez diplomantem pouzir;' nazev Experiment". Mejprve se autor venuje
charakterizaci Au kontaktu pouzitych pro kontaktni metodu tfibodovou metodou mereni voltampe'rovych
charakteristik. Za dulezity N'ysledek Ize povazovat zjisteni, ze napafene Au kontakty pri malych intenzitach osvetleni
jsou bh'zke ohmickym, a tedy neinjektujf a neblokuji nosice proudu. I< vetsi pfehlednosti obrazku by pfispelo
prolozeni experimentalnich bodu cararni. V dalsi cast! autor uvadi radu pecIivS promefen^ch map fotovodivosti
v zavislosti na intenzite osvetleni a napeti, z nichz je vyhodnocena mapa soucinu pohyblivosti a doby zivota elektronu.
V pfipade bezkontaktniho merem byla rovnez studovana korelace mezi elektrickym odporem a fotovodivosti.

Celkove je prace psana pfehledne a jasnfe a pfinasi fadu originalnich vysledku zhlediska mapovani
fotoelektricki'ch jevu a jejich korelace.

K praci mam nasledujici otazky a pripominky:

1. V praci postradam -pqdrobnejgi popis stuclovaneho-krystalu CdZnTe -jakou metodou by! vzorek pfipraven'a
jaky je pfiblizn6 obsah zinku.

2. U nSkterych obrazku chybf rozmer mefene veliciny, napf. u obr. 4.2 (na stone 50), obr. 4.3 (na strane 51),
obr. 4.13 a obr. 4.21. S oznacenim obr. 4.2 a 4.3 najdeme v praci vzdy 2 ruzne grafy - viz. strany 48 a 50,
respektive49 a 51.

3. K prehlednosti prace by prispel rejstfik pouzitych symbolu a zkratek. U nSkterych symbolu chybi v praci
vysvetleni, napf. a v rovnici (2.2), g v rovnicfch (2.3) a (2.4), symboly L a / v popisu okrajovych podminek
nastr. 18 a 19.

4. V kapitole 3.3 pouziva student symboly V ( resp. Vd a f^//) pro oznaceni napeti. V ostatnich castech prace se
setkame s u nas beznejsim oznacenim U (resp. £//, (A..)-

5. Pro mefeni //rbyla pouzita vlnova delka 750 nm. Proc byla zvolena prave tato vlnova delka?
6. V zavSru se konstatuje, ze mapy hustoty fotoproudu a /;rkoreluji dobfe pfi nfzkych hodnotach osvStleni.

Muzete ^svetlit proc neexistuje korelace mezi temito velicinarni pfi vygsi intenzite osvgtleni?

Konstatuji ze diplomova prace splnuje pozadavky na ni kladene a doporucuji ji kobhajobe.
Navrhuji ji klasifikovat stupnem „ velmi dobfe ",
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